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СИЛЛАБУС 

(барномаи васеи корї) аз љониби дотсенти кафедраи электроникаи физикӣ 

Раҳматов Б.А. аз фанни асосҳои наноэлектроника барои донишљўёни курси 4-уми 

шуъбаи рўзонаи ихтисоси 31040200 – радиофизика ва электроника мураттаб 

шудааст. 

Ном ва насаби 

омўзгор 
Курс 4 

 

Љадвали дарсњо 

дотсент 

Раҳматов Б.А. 

Семестр 8 

Шумораи кре-

дитњо 
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Суроѓаи омўзгор: 

Кафедраи 

электроникаи 

физикӣ утоќи 407, 

бинои таълимии 

№16, 

Тел: 981-00-69-51 

Лексия 48 с  

Лаборатория 

(КМРО) 
- 

 

Машғулиятҳои 

амалии 

семинарӣ 

(КМРО) 

24 с 

 

КМД 24 с  

Шакли 

назорати 

љамъбастї 

Имтињон 

 

Барномаи кории таълимї дар асоси Стандарти давлатии тањсилоти олии 

касбии Љумњурии Тољикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии 

тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон (Ќарори 

мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 30.12.2016, 

№19/24) ва мазмуну мундариљаи њадди аќали Барнома (Стандарт) - и давлатии 

тањсилотии ихтисоси 31040200, ки бо Ќарори Мушовараи Вазорати маориф ва 

илми Љумњурии Тољикистон аз 28.12.2017, №18/76 тасдиќ гардидааст, тартиб дода 

шудааст. 

 



 

3 

ФАСЛИ I: ЌИСМИ ТАШКИЛЇ-МЕТОДЇ 

1.1. Барномаи  кории фанни таълимї (силлабус) аз рўи ихтисоси 31040200- 
радиофизика ва электроника омода гардидааст.  

Фанни асосҳои наноэлектроника – ба зумраи фанҳои ҳатмии электронӣ 
дохил мегардад. Дар ин фан мафњумњои асосї ва умумї оид ба пайдоиш, мафњум, 
васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ оиди маълумоти пурра нисбат ба 
асбобҳои электронӣ, технологияи сохтани дастгоҳҳои электронӣ, принсипи кори 
онҳо, мавқеи истифодаи онҳо мушахас омўхта мешаванд. Фанни асосҳои 

наноэлектроника дар нақшаҳои таълимии ихтисоси радиофизика ва электроника 
мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун 
мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол 
намудааст. Ҳангоми тадриси он ба донишҷӯён маълумоти мушаххас оиди 

электроникаи ҷисми сахт, валентнокии элементҳои химиявӣ ва пайвастагиҳои 
байни онҳо, p-n гузаришҳо, диодҳои нимноқилӣ, резисторҳо, конденсаторҳо, 
транзисторҳо ва намудҳои он, микросхемаҳо ва ғ., маълумотҳо пешкаш карда 
мешаванд. 

1.2. Тавсифи мухтасари фан 

Фанни мазкур яке аз ќисмњои таркибии силсилаи фанњои тахассусї буда, 

омўзиши он њатмї мебошад. Њамзамон фанни асосҳои наноэлектроника ба 

донишљўён њам ба таври назариявї ва амалї (семинарӣ) таълим дода мешавад. 

1.3. Маќсад ва вазифањои фан 

Омўзиши асосҳои наноэлектроника чун ќисми људонашавандаи раванди 

тањсилоти олии касбии физикӣ ањамияти муњими илмї ва амалӣ дорад. Омўзиши 

ин фанни таълимї барои азхуд намудани донишњои илмии умуминазариявї оид ба 

электроникаи муосир, омода намудани кадрњои баландихтисоси муҳандисӣ 

ањамияти муњим дорад. Маќсади курс – таъмини донишњои чуќури назариявї, 

таълими малаки амалї ва дар амал татбиќ намудани донишњои азхудкардашуда, 

инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан 

дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои 

гуногуни соҳаи технологияи электронӣ бахшидашуда мебошад. 

Вазифаи фан – амалигардонии талаботњои муќаррарнамудаи Стандарти 

давлатии тањсилоти олии касбї дар самти электроникаи физикӣ мебошад. Фанни 

асосҳои наноэлектроника њачун илм ва фанни таълимї вазифањои зерин дорад, - 

истифодаи нимноқилҳо дар электроника, асбобҳои нимноқилӣ ва квалификатсияи 

онҳо, сохтори атом ва ноқилият, навъҳои гузаронандагии нимноқилҳо, диодҳо ва 

ҳолатҳои пайвасти он, маҳдудкунандаҳо, занҷирҳои мантиқӣ, транзисторҳо ва 

навъҳои онҳо, транзисторҳои майдонӣ ва истифодаи онҳо, манбаъҳои таъминот ва 

схемаҳои пайвасти онҳо, омӯзиши электроникаи муосир. 

Вобаста аз маќсад, дар љараёни омӯзиши фанни асосҳои наноэлектроника 

вазифањои зерин њал карда мешаванд: 

- Аз худ намудани мафњумњои асосї ва умумї оид ба пайдоиш, реҷаи кор ва 

соҳаҳои истифодаи асбобҳои наноэлектронӣ; 

- баланд бардоштани сатњи шуур ва маърифати илмии  донишљўён тавасути 

омузиши фанни асосҳои наноэлектроника; 
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- тањлил намудани характеристикаҳои даромад ва баромади асбобҳои 

наноэлектронӣ; 

- омӯзиши сохторҳо схематикии асбобҳои наноэлектронӣ; 

- соҳаҳои истифода ва камбудиҳои асбобҳои наноэлектронӣ. 

1.4. Пререквизитњо: Њангоми омўзиши фанни асосҳои наноэлектроника 

донишљўён ба донишњои азхуднамудаи худ оид ба фанњои зерине, ки барои 

омўзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: фанҳои дар давраи 

таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: 

физика, математика, химия. 

 1.5. Постреквизитњо: Донишљўён дониш ва малакаи дар натиљаи омўзиши 

фанни асосҳои наноэлектроника гирифтаашонро метавонад њангоми омўзиши 

тамоми фанњои ба соҳаи электроника таалуқ дошта истифода баранд, аз љумла: 

асбобҳои нимноқилӣ, асосҳои радиотехника, васоити радиошунавоӣ, интиқоли 

радиомавҷҳо ва сохти антеннаҳо ва ғайра. 

1.6. Талаботњои асосї доир ба ќисматњои фан ва омўзиши он: 

1.6.1. Талабот нисбат ба сатњи азхудкунии фан (салоњиятњои касбї). 

Дар натиљаи омўзиши фан донишљў бояд: 

а) донад: 

 мазмун, моњият, хусусият ва вазифањои фанни асбобҳои наноэлектронӣ;  

 асосњои назариявии пайдоиши асбобҳои наноэлектронӣ; 

 мавќеъи фанни асбобҳои наноэлектронӣ дар низоми илмњои техникӣ, дақиқ 

ва риёзӣ; 

 оиди зарурати асбобҳои наноэлектронӣ ва дар амал татбиќ намудани онњо; 

б) тавонад: 

 ќобилияти аз худ намудани мустаќилона усулњои нави тањќиќот, инкишофи 

касбияти илмї ва амалии фаъолияти касбии худ; 

 ќобилияти мустаќилона аз худ намудан ва дар амал истифода намудани до-

нишњо ва малакањои нав; 

 ќобилияти тањлил ва истифода намудани сарчашмањои гуногун оид ба 

электроникаи физикӣ; 

в) дар амал татбиќ карда тавонад: 

 омодасозии схемаҳои электронӣ дар асоси барномаҳои муосир; 

 ба даст овардани характеристикаҳои даромад ва баромад дар омодасозии 

схемаҳои электронӣ дар асоси элементҳои электронӣ; 

Вобаста ба мавзуъ ё аудитория њангоми омўзиши фан дар баробари 

машѓулиятњои лексионии анъанавї, аз навъњои гуногуни фаъоли таълими 

масъалањои назариявї, чун лексияи проблемавї, лексияи академї, лексия-

мубоњиса, лексия бо таваќќуфњо (истњо, паузањо), лексияи маљмўї (комплексї) 

амсоли он низ истифода карда мешавад. 

Шаклњо – лексия, дарсњои амалии аудиторї, омодасозии маърўзањо ба 

конфронс, кори мустаќилонаи љорї, иљро намудани њалли супоришњои шартї 
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вобаста ба њар як мавзуъ, иљрои корњои мустаќилона, навиштани мазмуни 

мухтасар (конспект). 

Усулњо – њалли супоришњо, омодасозии маърўзањо, иљрои корњои 

мустаќилона, мубоњисањо, бозињои корї, ќабули тест ва монанди инњо. 

Њангоми гузаронидани дарсҳои амалї истифодабарии маљмўи дар 

ихтиёрдоштаи техникаи электронї тавсия дода мешавад: тахтаи электронї, 

компютерњои фардї, таљњизоти проексионї. Маводњои асосии шарњдињанда 

(тарњњо, наќшањо, љадвалњо, графикҳо) барои истифодабарии мувофиќ 

(намоишњо, дискњо) бояд пешакї омода карда шаванд. Муайян намудани 

шумораи нашри њуљљатњои воќеї (ќонун, ќарор, фармон, оиннома, низомнома, 

стратегияњо, консепсияњо, барномањои давлатї ва ѓ.) ба манфиати кор аст, зеро 

онњоро дар як ваќт њамаи донишљўён дар синфхона истифода мебаранд. Њангоми 

дар дарсњои амалї гузаронидани пурсиш истифода аз маљмўи тестњо ба манфиати 

кор мебошад. 

 

Наќшаи таќвимї-мавзўи фанни таълимии «Асосҳои наноэлектроника» 

Миќдори умумии кредитњо 4 (96 соат) 

Машѓулиятњои аудитории лексионї-назариявї – (48 соат)  

Машғулиятҳои амалии семинарӣ – (24 соат) 

Корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД) – (24 соат) 

 

 

2.2. НАЌШАИ УМУМИИ ТАЌВИМИИ МАВЗЎЊОИ ФАННИ ТАЪЛИМЇ 

МУНДАРИЉАИ ФАН 
 

№ 

Ҳ
а

ф
т
а

  

Номгўи мавзўҳо ва фаслњо 

Дарсњ

ои 

ауди-

торї 

К
М

Д
 

Њ
а

м
а

гї
 

Адабиёт 

Л
ек

си
я
 

К
М

Р
О

  

1. 1 I 
Мавзўи 1. Маълумоти 

умумӣ дар бораи фан. 
6 3 3 12 

А1 [с. 12-32]; А3 [с. 15-25]; 

А4 [с. 203-206]; А6 [с. 5-

13]; А7 [с. 10-13]; А8 [с. 3-

4]; А10 [с. 35-37] 

2.  II 

Мавзўи 2. Маводњои 

наносохторї: атомњо, 

ионњо, молекулањо, 

нанозаррањо, кристаллњо 

ва кристаллитњо. 

6 3 3 12 
А1 [с. 39-41]; А4 [с. 206-
212]; А6 [с. 24-39]; А7 [с. 
169-214]; А10 [с. 84-108]; 

3.  III 

Мавзуи 3. Нанонайчањои 

карбонї, сохтори 

нанонайча, хосиятњои 

6 3 3 12 
А1 [с. 80-89]; А4 [с. 222-

229]; А7 [с. 411-412]; 
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нанонайчањои карбонї, 

наносохторњои квантї 

4.  IV 

Мавзуи 4. Элементњо ва 

дастгоњњои наноэлектро-

ника, нанотранзисторњо. 

6 3 3 12 

А1 [с. 112-116]; А2 [с. 285-

317]; А3 [c. 198-203]; А4 [с. 

24-37]; А5 [КЛ №2]; А8 [с. 

11-23]; А9 [с. 10-22]; А11 

[с. 38-45]; 

5.  
V 
 

Мавзуи 5. Транзисторњо 

бо затвори дучанда, 

гетеросохторњои 

нимноќилї: 

гетерогузаришњо, 

гетеросохторњо 

гетеротранзисторњо. 

6 3 3 12 

А1 [с. 89-103]; А2 [с. 325-
441]; А3 [c. 203-206]; А4 [с. 
52-73]; А5 [КЛ №3]; А6 [с. 
42-45]; А8 [с. 23-31]; А9 [с. 

22-39]; А11 [с. 45-54]; 

6.  VI 

Мавзуи 6. Моделиронии 

транзисторҳои биполярӣ, 

майдонӣ, реҷаи корӣ ва 

характеристикаҳои волт-

амперӣ барои 

микросхемаҳо. 

6 3 3 12 

А1 [с. 103-112]; А2 [с. 503-
555]; А3 [c. 206-212]; А4 [с. 
73-85]; А5 [КЛ №4]; А6 [с. 
45-50]; А8 [с. 31-39]; А9 [с. 

39-46]; А11 [с. 55-63]; 

7.  VII 

Мавзуи 7. Микросхемаҳои 

интегралии нимноқилӣ, 

пардавӣ, гибридӣ. 

Нанокомпютерњо. 

6 3 3 12 
А1 [с. 155-164]; А4 [с. 222-
229]; А6 [с. 59-67]; А7 [с. 

205-214]; 

8.  VIII 

Мавзуи 8. HEMT-

транзисторњо, 

транзисторњои 

гетеросохторї дар асоси 

нуќтаи квантї, 

нанотранзисторњо дар 

асоси нанонайчањои 

карбонї. Электроника дар 

асоси як электрон 

6 3 3 12 
А1 [с. 164-190]; А3 [с. 222-

254]; А7 [с. 205-214] 

Ҷамъ 48 24 24 96  
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2.3. МУНДАРИЉАИ МАВЗУЊО ВА ФАСЛЊОИ ЉУДОГОНАИ ФАННИ 
ТАЪЛИМЇ 

Маълумоти умумӣ дар бораи васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ 

оиди маълумоти пурра нисбат ба асбобҳои электронӣ дар асоси нимноқилҳо ва 

дастовардҳои навтарин дар ин соҳа мушахас маълумот оварда шудааст. Имрӯз 

истифодаи асбобҳои мазкур дар тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон ба чашм мерасанд. 

Омӯзиши амиқи бахши электроника гуфтаҳои болоро собит месозад. 

Пешқадамии тамоми давлатҳои муқтадири олам аз ҷумла Ҷопон ба 

тараққиёти ин соҳа алоқаманд мебошад. 

 

2.3. МУНДАРИЉАИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎ 

Кори мустаќилонаи донишљў - њамчун амали донишљў дар љодаи 

мустаќилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рўи мавзуъњо ва 

супоришњои пешбинишуда ба шумор рафта, аз љониби муассисаи тањсилоти олии 

касбї (кафедра) бо адабиёти таълимию методї ва дастурњо пурра таъмин 

гардонида мешавад. Кори мустаќилонаи донишљў дар шароити татбиќи низоми 

кредитии тањсилот дар ду шакл иљро карда мешавад:  

-кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор (КМРО);  

-кори мустаќилонаи донишљў (КМД). 

 

2.4. МУНДАРИЉАИ КМРО 

Машѓулияти амалї яке аз шаклњои фаъолияти таълимии донишљўён ба 

шумор рафта, алоќамандии мантиќиро бо таълими назариявї, ба самти амалия 

равон сохтани фанњои таълимии алоњида ва тайёрии пурраи донишљўёнро њамчун 

мутахассис таъмин менамояд. Дар машѓулияти амалї донишљўён ќоида ва 

усулњои истифодабарии амалии донишњои ба таври назариявї аз фанни таълимї 

азхуднамударо омўхта, мањорат ва малакаи њалли масъалањои мушаххасро дар 

асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медињанд. 

Маќсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани ќобилияти дарккунї, ба 

таври эљодї ва мустаќилона фикр рондани донишљўён буда, дар рафти он 

мустањкамкунї, васеъгардонї ва шарњи донишњои ба таври назариявї гирифта ба 

амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоњиятњои касбии донишљўён мусоидат 

кунад. 

Кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор - дар шакли супоришњои 

тестї, реферат, маљмўи вазифањои хонагї, эссе, муаррифї (презентатсия)-и маводи 

љамъоварда, дифои кор (лоиња)-њои курсї, њисобот оид ба таљрибаомўзї ва ѓайра 

иљро гардида, аз тарафи омўзгор бањогузорї мешавад. 

 

Мавзуъ № ҳафта Мундариљаи машѓулиятњои амалӣ 

(семинарӣ) (КМРО) 

Мавзӯи 1. Таърихи 

тараққиёти асосҳои 

наноэлектроника 

I 

1. Омӯзиши таърихи тараққиёти асосҳои 

наноэлектроника 
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Мавзӯи 2. Методҳои 

базавии физикӣ-химиявии 

сохтани сохторҳои 

наноэлектронӣ 

II 

1. Омӯзиши методҳои базавии физикӣ-

химиявии сохторҳои наноэлектронӣ 

Мавзӯи 3. Технологияи 

тайёр намудани 

микросхемаҳои интегралии 

биполярӣ ва МДН 

III 

1. Технологияи микросхемаҳои 

интегралии биполярӣ ва МДН. 

Мавзӯи 4. Легирониш. 

Легирониши лазерӣ ва ионӣ. 
IV 

1. Омузиши легирониш. 

Мавзӯи 5. Резисторҳо ва 

диодҳои схемаҳои интегралӣ V 

1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори 

резисторҳо ва диодҳои схемаҳои 

интегралӣ. 

Мавзӯи 6. Конденсаторҳо 

ва пардаҳои ферромагнитии 

схемаҳои интегралӣ 

VI 

1. Шиносои бо конденсаторҳо ва 

пардаҳои ферромагнитии схемаҳои 

интегралӣ 

Мавзӯи 7. Микросхемаҳои 

интегралии мантиқӣ 
VII 

1. Омӯзиши микросхемаҳои интегралии 

мантиқӣ 

Мавзуи 8. Технологияи 

истеҳсолоти саноатии 

маводҳои наноэлектронӣ 

VIII 

1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори 

технологияи истеҳсолоти саноатии 

маводҳои наноэлектронӣ 

 

2.5. Шарњи мухтасари супоришњо барои кори мустаќилонаи донишљў (КМД) 

Корњои мустаќилонаи донишљў (КМД) тарзи фаъол ва маќсадноки аз худ 

намудани дониш, ташаккул додани малака ва мањорати сермањсули эљодии ў бе 

иштироки фаъоли омўзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъњои корњои 

мустаќилонаи донишљў њатмї ва назоратшаванда мебошанд. Корњои 

мустаќилонаи донишљў омода гардидани донишљўро ба машѓулиятњои дарсии 

љорї таъмин менамоянд. Натиљаи иљрои корњои мустаќилонаи донишљў дар 

фаъолона ширкат варзидан њангоми баргузор шудани машѓулиятњои аудитории 

лексионї-назариявї ва амалї, семинарњо, корњои лабораторї ва супурдани тестњо 

ва дигар шаклњо ифода мегардад. Бањои дар натиљаи иљрои корњои мустаќилона 

бадастовардаи донишљўён барои бањои љамъбастии азхудкунии фанњои таълимї 

аз љониби онњо асос мегардад. Љамъбасти натиља ва бањодињї ба корњои 

мустаќилонаи донишљў муттасил, давра ба давра дар њузури тамоми донишљўёни 

гурўњи академї амалї гардонида мешавад. Натиљањои бадастовардаи донишљў 

оид ба корњои мустаќилона њангоми гузаронидани аттестатсияи љамъбастї аз рўи 

фанни таълимї ба эътибор гирифта мешаванд.  

Тарзњои иљро намудани корњои мустаќилонаи донишљў дар асоси 

барномањои таълимии фанни “К/М Асосҳои наноэлектроника” ва наќшаи 

таълимии ихтисиси мазкур чунин муќаррар карда шудааст: 
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Номгўи мавзуњои дарсї Супориш 

М
у
њ
л

а
т
и

 с
у
-

п
о

р
и

д
а
н

 

Њаљм ва тартиби ба-

расмиятдарории 

корњо 

Мавзўи 1. Таърихи 

кушоиш ва таҳқиқи 

фавқулноқилият ва 

истифодаи онҳо. 

Вазифаи хонагї – 

омӯзиши дастовардҳои 

олимон оид ба 

фавқулноқилият 

Њ
а
ф

т
а
и

 1
 

Супоридани маъру-

заи хаттї ва љавоб 

додан ба савобњо (на 

кам аз 2,5-3 сањ.) 

Мавзўи 2. Таърихи 

омузиши маводҳои 

нимноқилӣ 

Вазифаи хонагї- 

омузиши маводҳои 

нимноқилӣ 

Њ
а
ф

т
а
и

 2
 Супоридан дар ша-

кли хаттї 

Мавзўи 3. Эффекти 

Холл ва истифодаи он 

барои омӯзиши 

хосиятҳои маводҳо 

Вазифаи хонагї- таҳқиқи 

эффекти Холл 

Њ
а
ф

т
а
и

 3
 Супоридан дар ша-

кли хаттї 

Мавзўи 4. Эффекти 

Ганна ва дастгоҳҳо дар 

асоси он 

Вазифаи хонагї – 

тањқиқи эффекти Ганна 

Њ
а

ф
т
а

и
 4

  Супоридан дар ша-

кли хаттї.  

Мавзўи 5.   

Нимноқилҳои аморфӣ 

ва дастгоҳҳо дар асоси 

он. Нимноқилҳои 

органикӣ ва истифодаи 

онҳо дар электроника 

Вазифаи хонагї- 

омӯзиши нимноқиҳои 

аморфӣ 

Њ
а

ф
т
а

и
 5

 

 Супоридан дар ша-

кли хаттї 

Мавзўи 6. Нимноқилҳои 

васеъзона ва дастгоҳҳо 

дар соси он. 

Гетерогузаришҳо. 

Омода намудани 

гетерогузаришҳо ва 

истифодаи он дар 

дастгоҳҳо 

Вазифаи хонагї- 

омузиши хосиятҳои 

физикӣ ва химиявии 

нимноқилҳои органикӣ 

Њ
а
ф

т
а

и
 6

 

Супоридан дар 

шакли хаттї. 

 

Мавзўи 7. Маводҳо 

барои табдили энергияи 

рӯшноӣ ба электрикӣ.  

Вазифаи хонагї- 

омузиши зонаҳои 

энергетикии 

нимноқилҳо 

Њ
а
ф

т
а
и

 7
 Супоридан дар ша-

кли хаттї. Презен-

татсияи вазифаи хо-

нагї 
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Мавзўи 8. Маводҳо 

барои сохтани лазерҳо. 

Нанонайчаҳои карбонӣ: 

хосиятҳо, ҳосилнамоӣ ва 

истифода дар 

дастгоҳҳои электронӣ 

Вазифаи хонагї- наќши 

гетерогузаришҳо дар 

дастгоҳҳои электронӣ 

Њ
а
ф

т
а
и

 8
 

Супоридан дар ша-

кли хаттї. 

 

 

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАЊОГУЗОРЇ 

Бањо мувофиќи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим 

гузошта мешавад. Њар њафта назорати љорї аз болои иштироки донишљўён дар 

дарсњои лексионї ва амалї, фаъолнокї дар КМРО, иљрои вазифањои хаттии 

хонагї ва супоришњо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтињони 

љамъбастї дар шаклњои гуногун (тестї, шифоњї, хаттї ва ѓ.) гузаронида мешавад. 

Шумо дар охири нимсола бањои љамъбастии умумиро соњиб мегардед, ки он 

нишондињандаи натиљањои кўшишњоятон дар муддати нимсола мебошад. Бањои 

љамъбастї дар асоси љадвали бањогузорї, ки аз љониби Шурои олимони донишгоҳ 

муайян шудааст, гузошта мешавад. 

Фаъолияти академии донишљў дар њар як давр (ҳар њафта: 2,5 + 6 + 4 = 12,5 

хол).  

         Аз љумла: 4 хол – барои фаъолнокї дар машѓулиятњо лексионї;   

               6 хол – барои  корњои иљрошуда доир ба КМРО (семинар, амалї ва 

ѓ.);  

                2,5 хол – барои иљрои кори мустаќилона (КМД). 

 

Муайян намудани рейтинги донишљў дар аттестатсияи љамъбастї, имтињони 

фанни таълимї низ дар асоси талаботи низоми холдињї-рейтингии ECTS ба амал 

оварда мешавад.  

Аттестатсияи љамъбастї, имтињон доир ба фанни таълимї дар шакли тестї ё 

шифоњї ќабул ва гузаронида мешавад. Њаљми саволномаи тестї дар аттестатсияи 

љамъбастї, имтињонї фанни таълимї ба 25 савол баробар аст. Барои фанњои 

таълимии равияњои илмњои даќиќ аз ин камтар иљозат дода мешавад. 

Ба њар як љавоби дуруст – 4 хол муќаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол 

камтар бошад, холи муќараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад. 

Холњои дар рафти ќабули аттестатсияи љамъбастї, имтињони фанни таълимї 

бадастовардаи донишљў њамчун љамъи холњои санљиши тестї дониста шудааст. 

Холњои рейтингии дар аттестатсияи љамъбастї, имтињони фанни таълимї 

бадастовардаи донишљў ба холњои дар давоми семестр азхудкардаи ў илова карда 

мешаванд.  

Бањое, ки доир ба фан гузошта мешавад, љамъи холњои дар давоми њафтањо 

бадастовардашуда ва натиљаи имтињоноти љамъбастї мебошад. Холњо ба таври 

зер таќсим карда мешаванд:  
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№  

НАМУДИ  

НАЗОРАТ 

ЊАФТАЊО ВА МИЌДОРИ ЊАДДИ АЌЌАЛИ 

ХОЛЊО 

 

ИЉ 

 

∑  

Холњо 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1  Барои 

фаъолнокї дар 

машѓулиятњо 

лексионї 

4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 64 

2 Барои корњои 

иљрошуда доир 

ба КМРО (се-

минар, амалї ва 

ѓ.) 

 6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 96 

3 Барои корњои 

иљрошуда доир 

ба КМД 

2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5  40 

4 Дар њафта 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
  200 

5 Њамагї дар 

маљмўъ 
                100 300 

 

Бањои љамъбастї доир ба фан тибќи формулаи зер њисоб карда мешавад:  

5,05,0
2

)
21

(
















Ич

ИФИФ
Ич

 

Ифодаи ҳуруфї ва ададии бањои донишљў 

 

Ифодаи  

њуруфии 

бањо 

Ифодаи 

ададии 

бањо 

Холи  

љавобњои дуруст  

Ифодаи анъанавии 

бањо 

А 4,0 95 ≤ А ≤ 100 Аъло 

А - 3,67 90 ≤ А < 95 

В + 3,33 85 ≤ В + < 90 

Хуб В 3,0 80 ≤ В < 85 

В - 2,67 75 ≤ В - < 80 

С + 2,33 70 ≤ С + < 75 

Ќаноатбахш 

С 2,0 65 ≤ С < 70 

С - 1,67 60 ≤ С - < 65 

D + 1,33 55 ≤ D + < 60 

D 1,0 50 ≤ D < 55 

FХ 0 45 ≤ FХ < 50 Ѓайриќаноатбахш 

F 0 0 ≤ F < 45 
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Эзоњ: Fx  - бањои ѓайриќаноатбахшест, ки ба донишљў њуќуќи дар омўзиши 

такрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагї) бе пардохти 

маблаѓ супоридани имтињони фанни мазкурро медињад. 

 

Сару либоси тавсиявї ва иштироки донишљўён дар тамоми машѓулиятњои 

дарсї (лексионї, семинарї, лабараторї ва ѓ.) њатмї мебошад. Ба дарсњо омадан 

худ аз худ зиёдшавии холњоро намефањмонад, яъне иштироки фаъоли донишљў ба 

дарсњо зарур аст. Њангоми роњ додан ба дарсшиканї ва ё сари ваќт иљро 

накардани супоришњои аз љониби омўзгор муќарраршуда донишљў тавассути 

холњои муайян љарима карда мешавад. 

Фаъолнокї дар дарсњои аудиторї ва КМРО њатмї буда, яке аз 

ташкилдињандагони холи љамъбастии донишљў мебошад. Талаботи њатмии фан 

тайёрї ба њар як дарс мебошад. Зеро натиљаи аз рўи машѓулиятњои аудитории 

амалї бадастовардаи донишљў, холњои дар давоми баргузор гардидани 

машѓулиятњои дарсии љорї бадастовардаи ўро ташкил медињанд. Донишљў дар 

натиљаи азхудкунии фанни таълимї дар машѓулиятњои аудиторї, иштирок ва 

фаъолнокї – 64 хол, корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор 

(семинарї, амалї ва ѓ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар њар як 

давраи академї ба даст орад.  

Вазифаи хаттии хонагї иљрои корњои мустаќилона ва навиштани кори 

мустаќилона (иншо) вобаста ба мавзўи додашуда мебошад. Иљрои рефератњо 

барои тамоми донишљўён њатмист. Меъёрњои бањогузории кори хаттї: пуррагии 

мундариља, андоза, мантиќи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, сариваќт 

супоридан. 

Назорати марњилавї њамаи мавзуњои лексионї, вазифањои хонагї ва 

маводњо барои хондан, ки дар муддати он баррасї гардидааст, дарбар мегирад ва 

дар шакли тестњо ва бањсу мунозирањо вобаста ба мавзуњои омўхташуда амалї 

гардонида мешавад. 

Имтињони фосилавї - шакли назоратест, ки бо маќсади муайян намудани 

дараљаи азхудкунии барномаи фанни таълимї аз љониби донишљўён дар давоми 

њар як даври академї ду маротиба гузаронида мешавад. Имтињони фосилавї аз 

љониби омӯзгорони фаннї дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ 

гузаронида мешавад.  

Имтињони љамъбастї (финалї) дар шакли шифоњї ё хаттї баргузор 

мегардад ва шаклњои гуногуни супоришњоро дарбар мегирад: саволњои кушода, 

њалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани бањои имтињонї: пуррагї ва 

дурустии љавобњо, мантиќ ва тарзи баён. 
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ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМЇ-МЕТОДИИ ФАН 

4.1. Рўйхати маводњои таълимї-методие, ки аз тарафи устоди кафедра 

омода шудааст: 

4.2. Рўйхати адабиёти тавсияшаванда 

4.2.1. Адабиёти асосї 

А1. Щука А.А. Наноэлектроника. – М.: Физматкнига, 2007. – 464 с. 

А2. Лозовский В.Н., Константинова Г.С., Лозовский С.В. Нанотехнология в 

электронике. Учебное пособие. Изд. «Лань», 2008. – 336 с. 

А3. Зебрев Г.И. Физические основы кремниевой наноэлектроники. Учебное пособие. – 

М.: МИФИ, 2008. – 288 с. 

А4. Раков Э.Г. Нанотрубки и фуллерены: Учебное пособие. – М.: Университетская 

книга. 2006. – 376 с. 

А5. В.В. Светухин. Введение в нанотехнологии: учебное пособие. – Ульяновск, 2008. – 

160 с. 

А6. В.М. Анищик и др. Наноматериалы и нанотехнологии. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2008. – 375 с. 

А7. Ю.А. Чаплыгин. Нанотехнологии в электронике. - Москва: Техносфера, 2005. – 

488с. 

А8. Ткалич В.Л. и др. Физические основы наноэлектроники: Учебное пособие. – СПб: 

СПбГУ ИТМО, 2011. – 83 с. 

А9. Нимноқилҳо, транзисторҳо, диодҳо, резисторҳо, конденсаторҳо ва схемаҳо. 

URL: https://msd.com.ua/svarshhiku-cvetnik-metallov/rezistory-kondensatory-

poluprovodnikovye-pribory/. (Дата обр. 02.02.2022). 

А10. Усанов Д.А., Скрипаль А.В. Физические основы наноэлектроники. – Саратов, 

2013. – 128 с. 

А11. Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике. – Москва: Техносфера, 

2006. – 160 с. 


